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MaBe in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale Features
® Fotodiode mit integriertem Verstarker ® Photodiode with hybride integrated circuit
® Angepalf3tanv rschledene Tra gerfreouenzen ® Available for several carrier frequencies
o MNalmiioans aanblusraves Alrmaafavlads \ava ifD Avdivai e o DlaAly Ay vmmim Alavsdlimlad fild v avmdivani=s
W JOClIduUsSte oulivwdl £ ©I IQUIGIUL. VUIg U[JI.IIIIIUII. W Didy U[JU)\y reolint, Udyllglll e U[JI.I IiZecu

fur eine Wellenlange von 950 nm for 950 nm
a HAahe QtArcin hait a Hinh immiinithvy anainet amhiant linht
- 1HIVIIC Vi vdiviiiviniviu - 1 Ilull IIIIIIIUIIILy aAdlil ol calliviIvl It IIuIIL
® Geringe Stromaufnahme ® Low power consumption
@ 5V Betriebsspannuna @ 5V sunnlv voltane
~ Al S e > YV SHpply YRSy
® Hohe Empfindlichkeit ® High sensitivity (lnternal shield case)
® TTL und CMOS kompatibel ® TTL and CMOS compatibility
® Verwendbar bis zu einem ® Continuous transmission

Tastverhéltnis <40 % possible (7,/T < 0.4)
Anwendungen Appiications
& Fmnfanner fiir IR_.Farnetaliariinnan & |IR_.ramnte ~rontral nreamnlifier mndiiles
- |_||||u|u| Iv\ll 1uAl 11 U 1 Nl I il Iv‘-’ll - I U I IV W WL LW r.ll UMIIIHIIIIUI THIN WA D
Typ Tragerfrequ. | Bestelinr. Typ Tragerfrequ. | Bestelinr.
Tvpe Carrier Ordering Code | Type Carrier Ordering Code

Freau_gncv Freauencv
kHz kHz

QLI ENne NN [aTaY MNLNOT7NN N4 4N QLI ENn/ NO no MNLOT7NAN NM44nNN
orr oUvo-ouv o1V WOZL/VUZ- 1 190 orn ovo-o0 20 WOZL/7uzZ-Ir'il 199
QCcuU ENne NN nn MARNT7NN D4407 QoCuU cNne AN AN MRNDT7NN D4 ONN
ol JUv-o90 (o lu] WL /vue-r 119/ o IT'l1 YUO-4U =tV WL/ VLT 12UV
QCH ENAR_AAR R MNRD7ND_D1410Q QCQCH ENA_ER [~~3 NRD7ND_D41ON4
D IVUTIVY (& L0 A\ O Ay BV 11ov T IVUTIVY U 1 vl [F-A vy |
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CIERERNIC SFH 506
I IVIELIYYD
21,
- Control ; ' s
InPUT {‘:l’r‘lll{ |
il wudinn h
Y 100kQ] |
I.l.l
/ \ 4 \ 4 3
AY PN . 3 our
> AGC »| Bandpass »|Demodulator —
SN
|
+——| GND
- L
OHF02198
| = PRQURY PRy iy Y R PN |
DIOCRKSOCIIdAILDIIa
Block Diagram
Grenzwerie
Maximum Ratings
Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Description Symbol Value Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Ty, Ty -25..+85 °C
Nnaratinn anAd cetAarama tamnaratiira ranna
UlJGI atLliviil aliu owvi auc LGIII'JGIGI.UIG rai IUG
Cnarrerhinhttamnaratiir T 1NN o
UHUII\JUIIIUIILLUIIIHUI“LUI 1] LA AN s
Junction temperature range
Lottemperatur Ts 260 °C
Lotstelle 2 mm vom Gehause; Lotzeit 1<5 s
Soldering temperature
soldering joint > 2 mm distance from
manlrama anldavims dimans 2 B o
pacvnayc, SUIUTIHINIY UiCc { > v o
Ratrinhecananniima~ Din O 1V4 —_Nn 4+ _]RN \/
UGLIIGUDD'JGIIIIUIIB LIRS VCC \V ) LAV AV v
Supply voltage
Betriebsstrom Pin 2 Iec 5 mA
Sunnlv current
hndal nd o ARl L
Ausgangsspannung Pin 3 Va -03..+60 |V
W
Output voltage
A sommim im i om i m mm Nia N T [y cam A
AUSYAINYSSUUOUITI rrir o Ig to/ ImA
Output current
Verlustleistung P, 50 mwW
TAtal nawar Aiccinatinn
1 vl PUVVGI UI\J\DI'JCI.LIUII
T,<85°C
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25 °C)

Description

Bestrahiungsstarke (Testsignali, s. Figure 2)
Thrnqhn!rl irradiance (test signal, see Fln 9\
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) In Ve rblndung mit einer typ. SFH 415 bei Betrieb mit IF =1.5 A wird eine Fleichweite von ca. 35 m erreicht.
)
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Relative sensitivity Relative luminous intensity Sensitivity vs. duty cycle
EeminEe =S (f/f0) Srel= f (\), TA=25°C Eg=f (tp/T)
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Sensitivity vs. electric field disturbance Sensitivity vs. dark ambient Sensitivity vs. bright ambient
E. .. =f (F) field strenath of disturbance T . .=Ff(F.)) E. .. =f(EY % =080 nm ambhient
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